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(57) Zusammenfassung: In verschiedenen

(57) Abstract: The invention relates various exemplary embodiments of a method for producing an organic component. The method
for producing the organic component comprises providing (101) a supporting substrate (202). Furthermore, the method comprises
forming (102) an electrically conductive layer (203) on or above the supporting substrate (202) and applying (103) an electric
potential to the electrically conductive layer (203). Furthermore, the method comprises forming (104) at least one organically
functional layer (210) to form the organic component on or above the electrically conductive layer (203) and at least partially during
the application (103) of an electrical potential to the electrically conductive layer (203).
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Ausfithrungsbeispielen wird ein Verfahren zum Herstellen eines organischen Bauelements bereitgestellt. Das Verfahren zum
Herstellen des organischen Bauelements weist ein Bereitstellen (101) eines Tragersubstrats (202 ) auf. Ferner weist das Verfahren
ein Ausbilden (102 ) einer elektrisch leitfdhigen Schicht (203) auf oder iiber dem Tragersubstrat (202} und ein Anlegen (103 )
eines elektrischen Potenzials an die elektrisch leitfadhige Schicht (203 ) auf. Ferner weist das Verfahren ein Ausbilden ( 104 )
wenigstens einer organisch funktionellen Schicht (210) zum Bilden des organischen Bauelements auf oder iiber der elektrisch
leitfahigen Schicht (203) zumindest teilweise wihrend des Anlegens eines elektrischen Potenzials an die elektrisch leitfihige
Schicht (203) auf.
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Beschreibung

Verfahren zum Herstellen eines corganischen Bauelements

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines

crganischen Bauelements.

Ein organisches Bauelement kann ein optoelektronisches
Bauelement sein, welches Licht emittiert oder absorbiert. Das
organische Bauelement ist beispielsweise eine organische
Leuchtdiode (OLED), ein Photodetektor oder eine Solarzelle.

Organische Bauelemente bestehen Ublicherweise aus aktiven
Schichten im Bereich wvon weniger als 1 pm Dicke und sind
deshalb bei der Herstellung besonders empfindlich auf
Verschmutzung durch Partikel vergleichbarer GrdRenordnungen.
Typische Ausfalle durch Partikel sind Kurzschlisse oder
Dinnfilmverkapselungsfehler, wodurch es zu einem Totalausfall
des organigchern Bauelements kommen kann. Die Herstellung,
(die beispielsweise eine Prozessierung aufweist), erfolgt
Ublicherweise in einer partikelreduzierten Umgebung,
beispielsweise in einem Reinraum oder in einem Vakuum. Ein
Tragersubstrat, im Folgenden auch als Substrat bezeichnet,
und ein Abdecksubstrat sind Ublicherweise vorgesehen. Auch
wenn im Folgenden Glas, beispielsweise bezeichnet als
Capglas, in den Ausfihrungsbeispielen aufgefihrt ist, so ist
darauf hinzuweilsgen, dasgsg auch andere Materialien als ein
Abdecksubstrat vorgesehen sein kdnnen, beispielsweise eine
Kunststofffolie. Das Tragersubstrat und das Abdecksubstrat
werden Ublicherweise so transportiert, dass die gegeniiber
Partikeln empfindliche Seite nach unten zeigt. Mit diesen
MaBnahmen lagst sich jedoch eine Kontamination mit Partikeln
nicht vollstd&ndig vermeiden. Eine gewisse Resistenz einer zu
bildenden Schicht gegenlber einer Schadigung durch kleine
Partikel kann unter Inkaufnahme hdéherer Kosten durch Vorsehen
einer dickeren so genannten Pufferschicht, beispielsweise
einer organischen Pufferschicht, erzielt werden.
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Ublicherweise wird nach dem Herstellen eines organischen
Bauelements messtechnisch erfasst, ob das organische
Bauelement durch Partikel verursachte Defekte aufweist, wobeil
das organische Bauelement danach gegebenenfalls aussortiert
wird.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein einfaches und
effizientes Verfahren zum Herstellen eines organischen
Bauelements bereitzustellen, wobei das organische Bauelement
moéglichst wenige, durch Partikel verursachte Defekte
aufweist.

Die Aufgabe wird gemafl einem Aspekt der Erfindung geldst
durch ein Verfahren zum Herstellen eines organischen
Bauelements, dasg ein Bereitstellen eines Tragersubstrats
aufweist. Ferner weisgt das Verfahren ein Ausbilden einer
elektrisch leitf&higen Schicht auf oder Uber dem
Tragersubstrat und ein Anlegen eines elektrischen Potenzials
an die elektrisch leitfahige Schicht auf. Ferner weigt das
Verfahren ein Ausbilden wenigstens einer organischen,
funktionellen 8Schicht zum Bilden des organischen Bauelements
auf oder Uber der elektrisch leitfdhigen Schicht zumindest
teilweise wahrend desgs Anlegens des elektrischen Potenzials an
die elektrisch leitfdhige Schicht auf. Durch das Anlegen
eines elektrischen Potenzials wahrend des Ausbildens der
wenigstens einen organischen, funktionellen Schicht ist es
moglich, eine Potenzialdifferenz zwischen der wenigstens
einen organischen, funktionellen Schicht und Partikeln aus
der Umgebung zu minimieren. Somit kann es zu einer
Verringerung einer elektrogtatischen Anziehung von Partikeln
aus der Umgebung durch die wenigstens eine organische,
funktionelle Schicht kommen. Ein derart hergestelltes
organisches Bauelement kann eine geringere Anzahl von durch
Partikel wverursachten Defekten aufweisen.

Gemafd verschiedenen Ausfihrungsformen kann die elektrisch
leitfdhige Schicht (bzw. deren Material) eine gréRere
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elektrische Leitfdhigkeit aufweisen als das Tragersubstrat
(bzw. dessen Material), z.B. mehr als doppelt so grof, z.B.
mehr als dreimal so grof, z.B. mehr als finfmal so grofl, z.B.
mehr als zehnmal so grof. Mit anderen Worten kann die
elektrisch leitfdhige Schicht elektrisch leitfdhiger sein als
das Tragersubstrat. Alternativ oder zusatzlich kann die
elektrisch leitfidhige Schicht (bzw. deren Material) eine
gréRere elektrische Leitfahigkeit als die organische,
funktionelle Schicht), z.B. mehr als doppelt so grofs, z.B.
mehr als dreimal so groff, z.B. mehr als finfmal so grofs, z.B.

mehr als zehnmal so grof.

Beispielsweise kann die elektrisch leitfdhige Schicht einen
geringeren elektrischen Widerstand (z.B. entlang der und/oder
quer zur lateralen Ausdehnung der Schicht und/oder des
Tragersubstrats) als das Tragersubstrat aufweisen, z.B.
weniger als halb so grof, z.B. weniger als 10% so grofs, z.B.
weniger als 1% so grofs,

Das angelegte elektrische Potenzial an der elektrisch
leitfahigen Schicht kann ein elektrostatisches Potenzial

{zeitlich unverdnderlich) sein.

Gemaf verschiedenen Ausfihrungsformen kann die elektrisch
leitfahige Schicht metallisch sein, z.B. ein metallisches
Material (z.B. ein organisches Metall, ein anorganisches
Metall, eine Legierung, z.B. eine intermetallische
Verbindung) aufweisend oder daraus gebildet. Der Begriff
"metallisch" (z.B. bezogen auf einen Kdrper, ein Material
oder einen Bereich, eine Schicht, z.B. die elektrisch
leitfdhige Schicht) kann verstanden werden, als metallische
Eigenschaften aufweisend, z.B. eine metallische Bindung,
bewegliche {delckalisierten) Elektronen im Metallgitter,
elektrische Leitfahigkeit, metallischer Glanz und/oder
Duktilitat.

Gem&fl verschiedenen Ausfihrungsformen kann ein Halbleiter
(z.B. ein Halbleitermaterial) oder "elektrisch halbleitend"”

(z.B. bezogen auf einen Kdrper, eine Schicht, ein Material
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ocder einen Bereich) verstanden werden als eine mittelmaffiige
elektrische Leitfahigkeit aufweisend, z.B. eine elektrische
Leitfadhigkeit (z.B. bei Raumtemperatur und gleichbleibendem
elektrischen Feld gemessen) in einem Bereich von ungefahr
10-% Siemens/m {(8/m) bis ungefdhr 10¢ 8/m. Ein elektrischer
Leiter oder "elektrisch leitfdhig" (z.B. bezogen auf einen
Koérper, eine Schicht, ein Material oder einen Bereich) kann
verstanden werden als eine gute elektrische Leitfahigkeit
aufweisend, z.B. eine elektrische Leitfdhigkeit (z.B. beil
Raunmtemperatur und gleichbleibendem elektrischen Feld
gemegsen) von mehr als ungefdhr 104 §/m, z.B. mehr als
ungefdhr 10° §/m, z.B. mehr als ungefahr 106 8/m, z.B. mehr
als ungefdhr 107 3/m. Ein elektrischer Igolator oder
"elektrisch isoclierend" (z.B. bezogen auf einen Kbrper, eine
Schicht, ein Material oder einen Bereich) kann verstanden
werden als eine schlechte elektrische Leitfahigkeit
aufweisend, z.B. eine elektrische Leitfdhigkeit (z.B. bei
Raumtemperatur und gleichbleibendem elektrischen Feld
gemessen) von weniger als ungefahr 10°° S/m, z.B. weniger als
ungefdhr 10-12 8/m.

Gemafd verschiedenen Ausflhrungsformen kann das Tragersubstrat
elektrisch isolierend sein (z.B. dielektrisch).
Beispielsweise kann das Tragersubstrat ein elektrisch
isolierendes (z.B. dielektrisches) Material {(mit anderen
Worten einen elektrischen Isolator) aufweisen oder daraus

gebildet sein.

Gemd verschiedenen Ausfihrungsformen kann das elektrische
Potenzial an der elektrisch leitfadhigen Schicht geregelt
und/oder gesteuert werden (z.B. mittels eines
Potentialgenerators). Alternativ oder zusdtzlich kann das
elektrische Potenzial an der elektrisch leitfahigen Schicht
mittels eines Ladungsspeichers bereitgestellt sein oder
werden (z.B. mittels einer elektrisgchen Erdung und/cder
mittels eines Potentialgenerators), welcher z.B. eine gréfiere
Ladungsspeicherfdhigkeit (z.B. Kapazitat) aufweist, als die
elektrigch leitf&hige Schicht. Beispielsweise kann die
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elektrisch leitfdhige Schicht mit dem Ladungsspeicher
elektrisch leitend verbunden sein oder werden, z.B. vor dem
und/oder wahrend des Ausbildens der wenigstens einen
organischen, funktionellen Schicht.

Gemafy verschiedenen Ausfihrungsformen kann das Anlegen des
elektrischen Potenzials an die elektrisch leitfdhige Schicht
einen Potentialausgleich bewirken (z.B. mit einem
Referenzpotential, z.B. elektrischer Erde). Dabei kdénnen
elektrische Ladungen von der elektrisch leitfdhigen Schicht
abflieffen oder zu dieser hin fliefen, d.h. ein elektrischer
Stromfluss bewirkt werden (z.B. ein Strompuls). Der
Potentialausgleich kann der elektrisch leitfdhigen Schicht
ein elektrostatisches Potential bereitstellen (d.h. dass der
Potentialausgleich zeitlich begrenzt ist, z.B. auf einen
Potentialausgleich-Puls) .

Gemadls verschiedenen Ausfihrungsformen kann mittelsg des
Anlegens desg elektrischen Potenzials an die elektrisch
leitfahige Schicht ein (z.B. dielektrisches) Material
und/cder (z.B. dielektrische) Partikel (z.B. Staub) von der
elektrisch leitfahigen Schicht entfernt werden. Alternativ
oder zusatzlich kann mittels des Anlegens des elektrischen
Potenzials an die elektrisch leitf&hige Schicht ein
Beschichten der elektrisch leitfdhigen Schicht mit dem
Material und/oder den Partikeln (z.B. Staub) reduziert
werden.

Gemadfs verschiedenen Ausflhrungsformen kann das Anlegen des
elektrischen Potenzials an die elektrisch leitfdhige Schicht
eine elektrische Feldstdrke an dem organischen Bauelement
(z.B. an der elektrisch leitfidhigen Schicht und/oder an dem
Tragersubstrat) reduzieren (z.B. auf null bringen). Mit
anderen Worten kann mittels des Anlegens des elektrischen
Potenzials an die elektrisch leitféhige Schicht eine
elektrische Feldstarke an dem organischen Bauelement
reduziert werden. Beispielsweise kann das Anlegen des
elektrischen Potenzials an die elektrisch leitfdhige Schicht
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eine im Wesentlichen feldfreie Umgebung (des organischen
Bauelements) bewirken.

Zum Anlegen des elektrischen Potenzials an die elektrisch
leitfahige Schicht kann die elektrisch leitfdhige Schicht
elektrisch kontaktiert werden, z.B. mittels elektrischer
Kontakte (z.B. mittels Erdungskontakten). Die elektrischen
Kontakte (kann auch als Kontaktiervorrichtung bezeichnet
sein) k&énnen in ein Werkzeug, welches das Tragersubstrats
wahrend des Ausbilden wenigstens einer organischen,

funktionellen Schicht h&lt, installiert sein.

Gemdl; verschiedenen Ausfihrungsformen kann das Ausbilden der
wenigstens einen organischen, funktionellen Schicht
potentialfrei und/oder aus einer Losung (z.B. unter
Verflichtigung eines Losungsmittels) erfolgen. Gemaf
verschiedenen Ausflhrungsformen kann die wenigstens eine
organische, funktionelle Schicht mittels einer
Flissigphasenprozessierung aufgebracht sein oder werden, d.h.

als oder ausg einer Ldsung.

Gem&fR verschiedenen Ausfihrungsformen kann das Ausbilden der
wenigstens einen organischen, funktionellen Schicht erfolgen,
wahrend das elektrische Potential an die elektrisch
leitfahige Schicht angelegt ist. Beispielsweise kann eine
Vorrichtung zum Ausbilden der wenigstens einen organischen,
funktionellen Schicht an das elektrische Potential angelegt
gsein (z.B., so dass dazwischen ein feldfreier Raum erzeugt
wird) .

Bei einer Fllissigphasenprozessierung kann das Material einer
Schicht (Schichtmaterial), z.B. der organischen,
funktionellen Schicht, in einem LOsungsmittel geldst werden,
um eine FlUssigphase der Schicht (auch als Lésung bezeichnet)
zu bilden. Ferner kann das Ausbilden der Schicht aufweisen,
die FlUssigphase der Schicht mittels Flissigphasendeposition
{(auch als nasschemisches Verfahren oder nasschemisches

Begchichten bezeichnet) auf eine zu beschichtende Flache
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(z.B. auf dag Trigersubstrat oder auf eine andere Schicht des
organischen Bauelements) aufzutragen. Ferner kann das
Ausbilden der Schicht aufweisen, die aufgetragene
Fllissigphase der Schicht zu trocknen, indem das Losungsmittel
aus der Flissigphase der Schicht hergebracht wird, so dass
die FllUssigphase der Schicht aushartet und in eine feste
Schicht umgewandelt wird. Dabei kann das Schichtmaterial
zurlickbleiben, welchesg die feste Schicht bildet. Mit anderen
Worten kann aus der Fllssigphase der Schicht die Schicht
gebildet sein oder werden.

Eine Flissigphasendeposition kann beispielsweise mittels
einer Sprihbeschichtung (auch bezeichnet als Spray Coating),
einer Vorhangbeschichtung (auch bezeichnet als Curtain
Coating), einer Breitschlitzdlsen-Beschichtung (auch
bezeichnet als Slot-Die-Coating), einer Tintenstrahldruck-
Beschichtung {(auch bezeichnet als Ink-Jet-Printing) oder
einer Siebdruck-Beschichtung (auch bezeichnet alg Screen-
Printing) erfolgen.

GemdfR einer Weiterbildung wird bei dem Anlegen des
elektrischen Potenzials die elektrisch leitfdhige Schicht
geerdet. Mittels des Erdens der elektrisch leitfahigen
Schicht kann die Potenzialdifferenz zwischen der wenigstens
einen organisch funktionellen Schicht und den Partikeln aus

der Umgebung auf einfache Weise minimiert werden.

Gemdl einer Weiterbildung weigt das Verfahren ferner ein
Ausbilden einer ersten Elektrode und ein Ausbilden einer
zwelten Elektrode auf, wobeli die wenigstens eine organische,
funkticnelle Schicht zwischen der ersten Elektrode und der
zwelten Elektrode ausgebildet wird.

Gemaf einer Weiterbildung bildet die elektrisch leitfahige
Schicht die erste und/oder die zweite Elektrode oder wird die
elektrisch leitfahige Schicht als Teil der ersten und/oder
zweiten Elektrode ausgebildet. Dadurch ist das Verfahren

effizient, da lediglich eine einzige Schicht ausgebildet
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wird, die als erste Elektrode sowie als elektrisch leitfdhige
Schicht dient, und/oder eine einzige Schicht ausgebildet
wird, die als zwelte Elektrode sowlie als elektrisgch
leitfahige Schicht dient.

GemaR einer Weiterbildung werden/wird die exrste Elektrode
und/oder die zweite Elektrode transparent oder transluzent
ausgebildet.

Geméaf einer Weiterbildung welst das Verfahren ferner ein
Ausbilden einer Verkapselung auf oder lber der zweiten
Elektrode auf.

GemaR einer Weiterbildung wird die Verkapselung aus einem
Metall gebildet oder die Verkapselung wird derart
ausgebildet, dass sie ein Metall aufweist. Eine metallische
Verkapselung weist eine hohe elektrische Leitfidhigkeit auf.
Daher kann wdhrend des Ausbildens der Verkapselung ein
elektrisches Potenzial an die unter der Verkapselung
angeordnete Schicht, beispielsweise an die zweite Elektrode,
angelegt werden um die Verunreinigung der Verkapselung durch
Partikel aus der Umgebung zu verringern.

Gemall einer Weiterbildung wird wenigstens teilweige wdhrend
des Ausbildens der ersten Elektrode, der zweiten Elektrode
und/oder der Verkapselung ein elektrisches Potenzial an die
elektrisch leitfdhige Schicht angelegt. Somit ist es mbéglich
eine erste Elektrode, eine zweite Elektrode und/oder eine
Verkapselung mit einer geringen Anzahl an durch Partikel

verursachte Defekte auszubilden.

Gemdf einer Weiterbildung weist das Verfahren ferner ein
Bereltstellen eines Abdecksubstrats auf. Ferner weist das
Verfahren ein Ausbilden einer weiteren elektrisch leitfadhigen
Schicht auf dem Abdecksubstrat auf. Ferner weist das
Verfahren ein Anlegen eines elektrischen Potenzials an die
weitere elektrisch leitfdhige Schicht auf. Ferner weist das

Verfahren ein Ausbilden einer Haftmittelschicht auf oder Uber
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dem Abdecksubstrat zumindest teilweise wahrend des Anlegens
des elektrischen Potenzials an die weitere elektrisch
leitfdhige Schicht auf. Ferner weist das Verfahren ein
Verbinden des Tragersubstrats mit dem Abdecksubstrat mittels
der Haftmittelschicht auf. Durch das Anlegen eines
elektrischen Potenzials wahrend des Ausbildens der
Haftmittelschicht ist es moglich, eine Potenzialdifferenz
zwischen der Haftmittelschicht und Partikeln aus der Umgebung
zu minimieren. Somit kann es zu einer Verringerung der
elektrostatischen Anziehung der Partikel aus der Umgebung
durch die Haftmittelschicht kommen.

Gemafl einer Weiterbildung weist das Verbinden des
Tragersubstrats mit dem Abdecksubstrat ein stoffschlissiges
Verbinden der Haftmittelschicht mit der Verkapselung auf.

Gemdf einer Weiterbildung weist das Ausbilden dex
Haftmittelschicht ein Beimengen eines elektrisch leitfdhigen
Materials in die Haftmittelschicht auf. Durch das Beimengen
eines elektrisch leitfdhigen Materials in die
Haftmittelschicht kann die elektrische Leitfdhigkeit der
Haftmittelschicht erhdht werden. Somit kann wahrend des
Ausbildens der Haftmittelschicht ein elektrisches Potenzial
an die weitere elektrisch leitfdhige Schicht angelegt werden
um die Verunreinigung der Haftmittelschicht durch Partikel
aus der Umgebung zu verringern.

Gemdfs einer Weiterbildung wird auf dem Tridgersubstrat und
neben dem organischen Bauelement wenigstens ein weiteres

organisches Bauelement ausgebildet.

Gemafl einer Weiterbildung werden das organische Bauelement
und das wenigstens eine weitere organische Bauelement mittels
der elektrisch leitfahigen Schicht elektrisch leitend
miteinander verbunden. Durch das Verbinden des organischen
Bauelements mit dem wenigstens einem weiteren organischen
Bauelement mittels der elektrisch leitfdhigen Schicht ist es

méglich, auf einfache Weise dasselbe elektrische Potenzial an
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alle auf dem Tragersubstrat angeordneten organischen
Bauelemente anzulegen.

Gemafl einer Weiterbildung weist das Verfahren ferner ein
Separieren des organischen Bauelements von dem wenigstens
einen weilteren organischen Bauelement mittels Durchtrennens
des Tragersubstrats zwischen dem organischen Bauelement und

dem wenigstens einen weiteren organischen Bauelement auf.

Es zeigen:

Figur 1 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Herstellen

eines organischen Bauelements;

Figur 2a eine Querschnittsansicht eines organischen
Bauelements in einem Verfahren zum Herstellen eines
organischen Bauelements;

Figur 2b eine Draufsicht eines organischen Bauelements in
einem Verfahren zum Herstellen eines organischen

Bauelements;

Figur 2c¢ eine Querschnittsansicht eines organischen
Bauelements in einem Verfahren zum Herstellen eines

organischen Bauelements;

Figur 3 eine Querschnittsansicht eines organischen
Bauelements in einem Verfahren zum Herstellen des

organischen Bauelements;

Figur 4 eine Querschnittsansicht eines organischen
Bauelements in einem Verfahren zum Herstellen des

organischen Bauelements;

Figur 5 eine Querschnittsansicht eines organischen
Bauelements in einem Verfahren zum Herstellen des
organischen Bauelements;
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Figur 6 eine Draufsicht eines organischen Bauelements in
einem Verfahren zum Herstellen eines organigchen
Bauelements;

Figur 7 eine Draufsicht eines organischen Bauelementg in
einem Verfahren zum Herstellen eines organischen
Bauelements;

Figur 8 eine Querschnittsansicht eines organischen
Bauelements in einem Verfahren zum Herstellen eines
organischen Bauelements;

Figur 9 eine Draufsicht eines organischen Bauelements in
einem Verfahren zum Herstellen eines organischen

Bauelements; und

Figur 10 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zum
Zwischenlagern in einem Verfahren zum Herstellen

eines organischen Bauelements.

In der folgenden ausflihrlichen Beschreibung wird auf die
beigefligten Zeichnungen Bezuyg genommen, die Teil dieser
Beschreibung bilden und in denen zur Veranschaulichung
spezifische Ausflihrungsbeispiele gezeigt sind, in denen die
Erfindung ausgelUbt werden kann. Es versteht sgich, dass andere
Ausfihrungsbeispiele benutzt und strukturelle oder logische
Anderungen vorgenommen werden koénnen, ohne von dem
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Esg
versteht sich, dass die Merkmale der hierin beschriebenen
verschiedenen Ausfihrungsbeigpiele miteinander kombiniert
werden koénnen, sofern nicht spezifisch anders angegeben. Die
folgende ausfiihrliche Beschreibung ist deshalb nicht in
einschrénkendem Sinne aufzufassen, und der Schutzumfang der
vorliegenden Erfindung wird durch die angefligten Anspriiche
definiert.
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Im Rahmen dieser Beschreibung werden die Begriffe
"verbunden", "angeschlossen” sowilie "gekoppelt" verwendet zum
Beschreiben sowohl einer direkten als auch einer indirekten
Verbindung, eines direkten oder indirekten Anschlusses sowie
einer direkten oder indirekten Kopplung. In den Figuren
werden identische oder ahnliche Elemente mit identischen

Bezugszeichen versehen, soweit dies zweckmaBig ist.

Unter dem Begriff ,transluzent®“ bzw. ,transluzente Schicht®
kann in verschiedenen Ausfihrungsbeisgpielen verstanden
waerden, dass eine Schicht oder ein Material fir Licht
durchlassig ist, beispielsweise flr das von der
elektromagnetischen Strahlungsquelle erzeugte Licht,
beispielsweise einer oder mehrerer Wellenlangenbereiche,
beispielsweise flUr Licht in einem Wellenléngenbereich des
sichtbaren Lichts (beispielsweise zumindest in einem
Teilbereich des Wellenlangenbereichs von 380 nm bis 780 nm).
Beispielsweise ist unter dem Begriff ,transluzente Schicht®
in verschiedenen Ausfihrungsbeispielen zu verstehen, dass im
Wesentlichen die gesamte in eine Struktur (beispielsweise
eine Schicht) eingekoppelte Lichtmenge auch aug der Struktur
(beispielsweise Schicht) ausgekoppelt wird, wobel ein Teil

des Lichts hierbei gestreut werden kann.

Unter dem Begriff ,transparent® oder ,transparente Schicht®
kann in verschiedenen Ausfihrungsbeisgpielen verstanden
werden, dass eine Schicht flr Licht durchlidssig ist
(beispielsweise zumindest in einem Teilbereich des
Wellenldngenbereichs von 380 nm bis 780 nm), wobei in eine
Struktur (beispielsweise eine Schicht) eingekoppeltes Licht
ohne Streuung oder Lichtkonversion auch aus der Struktur
(beispielsweise Schicht) ausgekoppelt wird.

Fig.l zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum

Herstellen eines organischen Bauelements.

Das Verfahren zum Herstellen eineg organischen Bauelements
welst ein Bereitstellen 101 eines Tragersubstrats 202,



10

15

20

25

30

35

WO 2016/146642 PCT/EP2016/055604

13

beispielsweise in Fig.2a dargestellt, auf. Ferner weist das
Verfahren ein Ausbilden 102 einer elektrisch leitfdhigen
Schicht 203, beispielsweise in Fig.2a dargestellt, auf oder
Uber dem Tragersubstrat 202 und ein Anlegen 103 eines
elektrischen Potenzials an die elektrisch leitfdhige Schicht
203 auf. Ferner weist das Verfahren ein Ausbilden 104
wenigstens einer organischen, funktionellen Schicht 210,
beispielsweise in Fig.2c¢ dargestellt, zum Bilden des
organischen Bauelements auf oder Uber der elektrisch
leitfdhigen Schicht 203 zumindest teilweise wahrend des
Anlegens des elektrischen Potenzials an die elektrisch
leitfdhige Schicht 203 auf.

Das organische Bauelement kann als ein optoelektronisches
Bauelement, welches Licht emittiert oder absorbiert,
ausgebildet werden. Das organische Bauelement kann als eine
organigche Leuchtdiocde (OLED), ein Photodetektor oder eine
Solarzelle ausgebildet werden. Das organische Bauelement kann
beigpielsweise ein, zwei oder mehr Leuchtdicdeneleniente
aufweisen. Die Leuchtdiodenelemente kdénnen beispielsweise
organische Leuchtdiocden oder Teile oder Segmente von

organischen Leuchtdioden sein.

In 101 wird das Tragersubstrat 202 bereitgestellt. Das
Tragersubstrat 202 kann transluzent oder transparent
ausgebildet sein. Das Trdgersubstrat 202 dient als
Tragerelement fir elektronische Elemente oder Schichten,
beispielsweise lichtemittierende Elemente. Das Tragersubstrat
202 kann beigpielsweise Kunststoff, Metall, Glas, Quarz
und/oder ein Halbleitermaterial aufweisen oder daraus
gebildet gein. Ferner kann das Trdgersubstrat 202 eine
Kunststofffolie oder ein Laminat mit einer oder mit mehreren
Kunststofffolien aufweisen oder daraus gebildet sein. Das
Tragersubstrat 202 kann mechanisch rigide oder mechanisch
flexibel ausgebildet sein.

Gemal einem Ausfihrungsbeispiel ist auf dem Tragersubstrat

202 eine exrste Barrierenschicht, beigpielsweise eine erste
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Barrierendinnschicht, ausgebildet. Die erste Barrierenschicht
dient dazu, auf dem Trigersubstrat 202 ausgebildete Elemente
vor schiadlichen externen Einfllissen wie SBauerstoff und/oder

Feuchtigkeit zu schutzen.

In 102 wird die elektrisch leitfd&hige Schicht 203 auf oder

Uber dem Tragersubstrat 202 ausgebildet.

Die elektrisch leitfahige Schicht 203 wird derart
ausgebildet, dass sie ein elektrisch leitfdhiges Material
aufweist, beispielsweise ein Metall und/oder ein leitfahiges
transparentes Oxid (transparent conductive oxide, TCO) oder
einen Schichtenstapel mehrerer Schichten, die Metalle oder
TCOs aufweisen. Die elektrisch leitfahige Schicht 203 kann
derart ausgebildet werden, dass sie einen Schichtenstapel
einer Kombination einer Schicht eines Metalls auf einer
Schicht eines TCOs aufweist, oder umgekehrt. Ein Beisgpiel ist
gine Silberschicht, die auf einer Indium-zZinn-0xid-Schicht
(ITO} aufgebracht wird (Ag auf ITO) oder ITO-Ag-ITO-
Multischichten. Die elektrisch leitf&hige Schicht kann
alternativ oder zusatzlich zu den genannten Materialien
derart ausgebildet werden, dass die elektrisch leitfahige
Schicht wenigstens eines der folgenden Materialien aufweist:
Netzwerke aus metallischen Nanodrihten und -teilchen,
beigpielsweige aus Silber, Netzwerks aus
Kohlenstoffnanordhren und/oder Graphen-Teilchen und -
Schichten.

Gemafl einem Ausfihrungsbeispiel wird die elektrisch
leitfahige Schicht 203 auf einer Oberfléche, beispielsweise
einer Hauptprozessierungsoberfliche, des Tragersubstrats 202
ausgebildet, beispielsweise auf der gesamten
Hauptprozessierungscberfldche. Die elektrisch leitfdhige
Schicht 203 kann als eine zusammenhdngende Schicht
grofflachig auf der gesamten Hauptprozessierungsoberfliche
des Tragersubstrats 202 ausgebildet werden.
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Gemafs einem Ausfihrungsbeispiel wird die elektrisch
leitfahige Schicht 203 strukturiert auf dem Tragersubstrat
202 ausgebildet, beispielsweise mittels optischer

Lithographie und/oder unter Verwendung einer Schattenmaske.

Die elektrisch leitfdhige Schicht 203 kann mittels einer
physikalischen Gasphasenabscheidung, beispielsweise mittels
eines Sputterns, mittels eines thermischen Verdampfens
und/oder eines Elektronenstrahlverdampfens auf oder Uber dem
Tragersubstrat 202 ausgebildet werden. Die elektrisch
leitfdhige Schicht 203 kann mittels einer
Rotationsbeschichtung (engl. Spin-Coating), einer
Tauchbeschichtung ({(engl. Dip-Ceoating), einer
Sprihbeschichtung (engl. Spray-Coating) und/oder einer
Vorhangbeschichtung {(engl. Curtain-Coating) auf oder Uber dem

Tragersubstrat ausgebildet werden.

In 103 wird das elektrische Potenzial an die elektrisch
leitfahige Schicht 203 angelegt.

Gemaf einem Ausflhrungsbeispiel ist das elektrische Potenzial
ein geeignetes Bezugspotenzial, beispielsweise das

Massepotenzial, beispielsweise 0V.

In anderen Worten wird bei dem Anlegen 103 des elektrischen
Potenzials die elektrisch leitfdhige Schicht 203 geerdet.

In 104 wird die wenigstens eine organische, funktionelle
Schicht 210 zum Bilden des organischen Bauelements auf oder
Uber der elektrisch leitfdhigen S8chicht 203 ausgebildet,
wobel die organische, funktionelle Schicht 210 zumindest
teilwelse wahrend des Anlegens 103 des elektrisgchen
Potenzials an die elektrisch leitfdhige Schicht 203
ausgebildet wird.

Gemal? einem Ausfihrungsbeispiel wird wahrend des gesamten

Zeitraums des Ausbildens 104 der wenigstens einen
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organischen, funktionellen Schicht 210 das elektrische

Potenzial angelegt.

Die wenigstens eine organische, funktionelle Schicht 210 wird
derart ausgebildet, dass sie wenigstens einen organischen
Stoff, beispielsweise einen organischen Halbleiter und/oder

einen organischen Leiter, aufweist.

Cemdfz dem Fall, dass das organische Bauelement als organische
Leuchtdiode ausgebildet wird, kann die wenigstens eine
organische, funktionelle Schicht 210 als eine
Lochinjektionsschicht, eine Lochtransportschicht, eine
Emitterschicht, eine Elektronentransportschicht und/oder eine
Elektroneninjektionsschicht ausgebildet werden. Die
Lochinjektionsschicht dient zum Reduzieren der Bandlicke
zwischen erster Elektrode und Lochtransportschicht. Bei der
Lochtransportschicht ist die Lochleitfahigkeit gréfer als die
Elektronenleitfidhigkeit. Die Lochtransportschicht dient zum
Transportieren der Lécher. Bel der Elektronentransportschicht
ist die Elektronenleitfahigkeit groRer als die
Lochleitfahigkeit. Die Elektronentransportschicht dient zum
Transportieren der Elektronen. Die
Elektroneninjektionsschicht dient zum Reduzieren der
Bandliicke zwischen zweiter Elektrode und
Elektronentransportschicht. Die organische, funktionelle

Schicht kann transluzent oder transparent ausgebildet werden.

GemaR einem Ausfiithrungsbeispiel wird die wenigstens eine
organische, funktionelle Schicht 210 als Teil,
beziehungsweise als Teilschicht, einer organischen,
funktionellen Schichtenstruktur ausgebildet. Die organische,
funktionelle Schichtenstruktur kann derart ausgebildet
werden, dass die organische funktionelle Schichtenstruktur
ein, zwei oder mehr funktionelle Schichtenstruktur-Einheiten
aufweist, wobei die funktionelle Schichtenstruktur-Einheiten
jeweils die genannten Teilschichten und/oder weitere

Zwischenschichten aufweisen.
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Ein organisches Bauelement kann mehrere Schichten aufweisen,
wobei die Schichten bei dem Herstellen des organischen
Bauelements beigpielsweise Ubereinander ausgebildet werden
kénnen. Herkdmmlicherweise sind die Schichten wahrend der
Herstellung des organischen Bauelements elektrisch von dem
Massepotenzial iscoliert, was eine elektrostatische Aufladung
nach sich ziehen kann. Dadurch koénnen Partikel aus derx
Umgebung verstarkt angezogen werden. Mittels des Anlegens 103
eines elektrischen Potenzials an die elektrisch leitfahige
Schicht 203 wahrend des Ausbildens 104 der wenigstens einen
organischen, funktioconellen Schicht 210, kann es ermdglicht
werden, dass eine bestehende Potenzialdifferenz zwischen der
wenigstens einen organischen, funktionellen Schicht 210 und
den Partikeln aus der Umgebung, beispielsweise Staubpartikeln
aus der Umgebung, reduziert, beispielsweise sogar minimiert
wird. Somit kann eine elektrostatische Anziehung zwischen den
Partikeln aus der Umgebung und der wenigstens einen
organischen, funktionellen Schicht 210 verringert werden. Ein
derart hergestelltes organisches Bauelement kann eine
geringere Anzahl an durch Partikel verursachten Defekten
aufweisen. Die Erdung der elektrisch leitfahigen Schicht 203
ermdglicht es auf einfache Weise die Potenzialdifferenz
zwischen der wenigstens einen organischen, funktionellen
Schicht 210 und den Partikeln aus der Umgebung zu reduzieren,
beispielsweise zu minimieren. Eine elektrostatigsche Aufladung
des Tragersubstrats 202 wdhrend der Herstellung des
organigchen Bauelements, beispielsweise der OLED, kann
vermieden werden. Partikel kdnnen weniger stark oder nicht
mehr angezogen werden. Somit wird die Partikelbelastung
verringert und die Ausbeute der organischen Bauelemente
beziehungsweise die Qualitdt der organischen Bauelemente
steigt.

Fig.2a zeigt eine Querschnittsansicht und Fig.2b zeigt eine
Draufsicht eines organischen Bauelements in einem Verfahren

zum Herstellen eines organischen Bauelements.
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Fig.2a zeigt ein Tragersubstrat 202 mit einer auf dem
Tragersubstrat 202 ausgebildeten elektrisch leitféhigen
Schicht 203. Die elektrisch leitfdhige Schicht 203 kann
derart ausgebildet werden, dass sie mehrere Teilbereiche
aufweist, beispielsweilse mittels einer optischen Lithographie
oder mittels einer Schattenmaske. Beispielsweise kann die
elektrisch leitfdhige Schicht 203 derart ausgebildet werden,
dass sie eine Bauelementfliche 204 aufwelst, wobel auf der
Bauelementflache das organische Bauelement ausgebildet werden
s0ll. Ferner kann die elektrisch leitfdhige Schicht 203
derart ausgebildet werden, dass sie wenigstens eine
Kontaktflache 206 und wenigstens eine Verbindungsflache 208
aufweist. Die wenigstens eine Verbindungsfliche 208, im
Folgenden auch als wenigstens eine Verbindungsleitung 208
bezeichnet, wverbindet die wenigstens eine Kontaktfldche 206
mit der Bauelementflédche 204. Die Xontaktfldche 206 kann, wie
in Fig.2b dargestellt, in einem Randbereich des
Tragersubstrats 202 ausgebildet werden. Die Kontaktflache 206
kann die Form eines Rahmens aufweisen. Eine rahmenférmig
ausgebildete Kontaktflache 206 kann im Folgenden auch als
Kontaktrahmen 206 bezeichnet werden. Die Kontaktflidche 206
kann auf dem Tragersubstrat 202 und umlaufend um den gesamten
Randbereich des Tragersubstrats 202 ausgebildet werden.
Mittels eines derart ausgebildeten Kontaktrahmens 206 wird
ein elektrisches Rontaktieren vereinfacht, da das elektrische
Kontaktieren auf dem gesamten Randbereich des Tragersubstrats
202 erfolgen kann.

Gemafd einem Ausflihrungsbeispiel wird die Kontaktflache 206
derart ausgebildet, dass sie mehrere Kontaktpads anstatt oder

zugdtzlich zu dem umlaufenden Kontaktrahmen 206 aufweist.

Das Tragersubstrat 202 kann mit einer elektrisch leitf&higen
Schicht 203, im Folgenden auch als elektrigch leitfdhige
Beschichtung 203 bezeichnet, und mit wenigstens einer
Verbindungsleitung 208, im Folgenden auch als wenigstens eine
elektrische Verbindungsleitung 208 bezeichnet, zu einer oder

mehreren Kontaktflichen ausgefihrt sein, wobei die eine oder
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mehreren Kontaktflachen wdhrend der Lagerung, dem Transport
und/oder der Herstellung des organischen Bauelements geerdet

werden.

Fig.2c zelgt eine Querschnittsansicht eines organischen
Rauelements in einem Verfahren zum Herstellen eines

organischen Bauelements.

Auf der elektrisch leitfdhigen Schicht 203 wird die
wenigstens eine organische, funktionelle Schicht 210
ausgebildet.

Gemaf einem Ausfihrungsbeispiel wird die wenigstens eine
organische, funktionelle Schicht 210 auf der Bauelementfliche
204 der elektrisch leitfd&higen Schicht 203 ausgebildet. Die
organische, funktionelle Schicht 210 kann derart auf der
Bauelementflache 204 ausgebildet werden, dass jener Bereich
des Tragersubstrats 202, welcher frei ist von der
Bauelementflache 204, frei ist von der organischen,
funktionellen Schicht 210.

Gemal einer Weilterbildung weist das Verfahren ferner ein
Ausbilden einer ersten Elektrode 312 und ein Ausbilden einer
zwelten Elektrode 314 auf, wobei die wenigstens eine
organigche, funkticnelle Schicht 316 zwischen der ersten
Elektrode 312 und der zweiten Elektrode 314 ausgebildet wizrd.

Fig.3 zeigt eine Querschnittsansicht eines organischen
Bauelements in einem Verfahren zum Herstellen eines
organischen Bauelements,

Wie in Fig.3 dargestellt, wird die erste Elektrode 312 auf

oder Ulber dem Trdgersubstrat 202 ausgebildst.

Die erste Elektrode 312 kann als Anode oder als Kathode

ausgebildet werden. Gemdfl einem Ausfihrungsbeispiel wird die
erste Elektrode 312 transluzent oder transparent ausgebildet.
Die erste Elektrode 312 kann derart ausgebildet werden, dass
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sie ein elektrisch leitfdhiges Material aufweist,
beispielsweise ein Metall und/oder ein leitfdhiges
transparentes Oxid oder einen Schichtenstapel mehrerer
Schichten, die Metalle oder TCOs aufweisen. Die erste
Elektrode 312 kann beispielsweise derart ausgebildet werden,
dass sie einen Schichtenstapel einer Kombination einer
Schicht eines Metalls auf einer Schicht eines TCOs aufweilst,
oder umgekehrt. Ein Beispiel ist eine Silberschicht, die auf
einer Indium-Zinn-0xid-Schicht (ITO) aufgebracht wird (Ag auf
ITC) oder ITC-Ag-ITO Multischichten. Die erste Elektrode 312
kann derart ausgebildet werden, dass die erste Elektrode 312
alternativ oder zusatzlich zu den genannten Materialien
aufweist: Netzwerke aus metallischen Nanodrdhten und -
teilchen, beispielsweise aus Silber, Netzwerke aus
Kohlenstoff-Nanordhren, Graphen-Teilchen und ~Schichten

und/oder Netzwerke aus halbleitenden Nanodrahten.

Gemafy einem Ausflihrungsbeispiel wird neben der ersten
Elektrode 312 ein erster Kontaktabschnitt 313 ausgebildet.
Der erste Kontaktabschnitt 313 wird derart ausgebildet, dass
er in direktem (kdorperlichem) Kontakt mit dexr ersten
Elektrode 312 steht. Der erste Kontaktabschnitt 313 dient zu
einem elektrischen Kontaktieren der ersten Elektrode 312. Der
erste Kontaktabschnitt 313 kann gleichzeitig mit der ersten
Elektrode 312 ausgebildet werden. Der erste Kontaktabschnitt
kann aus denselben Materialien wie die erste Elektrode 312
gebildet werden. Der erste Kontaktabschnitt 313 kann im
Folgenden auch als Kontaktpad 313 der ersten Elektrode
bezeichnet werden.

Gemafd einem Ausfihrungsbeispiel wird die erste Elektrode 312
auf oder Uber der elektrisch leitfdhigen Schicht 203 (nicht
in Fig.3 dargestellt) ausgebildet.

Geméfs einem Ausflihrungsbeispiel wird die erste Elektrode 312
auf der Bauelementfldche 204 der elektrisch leitfdhigen

Schicht 203 ausgebildet. Die erste Elektrode 312 kann derart
auf der Bauelementfldche 204 ausgebildet werden, dass jener
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Bereich des Trdgersubstrats 202, welcher frei isgt von der
Bauelementfliche 204, ebenso frei ist von der ersten
Elektrode 312.

Gemdf einem Ausflihrungsbeispiel wird wenigstens teilweise
wahrend des Ausbildens der ersten Elektrode 312 das
elektrische Potenzial an die elektrisch leitfdhige Schicht
203 angelegt.

Gemaft einem Ausfthrungsbeispiel wird die elektrisch
leitfédhige Schicht 203 wdhrend des Ausbildens der ersten
Elektrode 312 auf oder Uber der elektrisch leitfdhigen
Schicht 203 geerdet. Somit ist es mdglich die erste Elektrode
312 mit einer verringerten Anzahl an Partikeln aus der
Umgebung auszubilden. Eine derart ausgebildete erste
Elektrode 312 kann keine oder lediglich wenige durch Partikel
verursachte Defekte aufweisen.

Gemdf einem AusflUhrungsbeispiel wird das elektrische
Potenzial wihrend des gesamten Zeitraums des Ausbildens 104
der ersten Elektrode 312 angelegt.

GemdfR einem Ausflihrungsbeispiel bildet die elektrisch
leitfdhige Schicht 203 die erste Elektrode 312 oder die
elektrisch leitfdhige Schicht 203 wird als Teil der ersten
Elektrode 312 ausgebildet. Dadurch wird das Verfahren noch
effizienter, da sowchl die erste Elektrode 312 als auch die
elektrisch leitfidhigen Schicht 203 gemeinsam in lediglich

einem Verfahrensschritt ausgebildet werden kénnen.

Wie in Fig.3 gezeigt, wird die wenigstens eine organische,
funktionelle Schicht 316 auf der ersten Elektrode 312
ausgebildet.

Die wenigstens eine organische, funktionelle Schicht ist ein
elektrisch und/oder optisch aktiver Bereich. Der aktive
Bereich ist beispielsweise jener Bereich des organischen
Bauelements, in dem elektrisgcher Strom zum Betrieb des
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organischen Bauelements flieRt und/oder in dem
elektromagnetische Strahlung erzeugt oder absorbiert wird.
Auf oder Uber dem aktiven Bereich kann eine Getter-Struktur
(nicht dargestellt) angeordnet werden. Die Getter-Schicht
kann transluzent, transparent oder opak ausgebildet werden.
Die Getter-8chicht kann derart ausgebildet werden, dass sie
ein Material aufweilst, das Stoffe, welche schadlich flir den

aktiven Bereich gind, absorbiert und bindet.

Die zweite Elektrode 314 wird gemdl einem weiter oben
beschriebenen Ausflihrungsbeispiel der ersten Elektrode 312
ausgebildet, wobei die erste Elektrode 312 und die zweite
Elektrode 314 gleich oder unterschiedlich ausgebildet werden
kénnen. Die erste Elektrode 212 dient beispielsweise als
Ancde coder Kathode der optoelektronischen Schichtenstruktur.
Die zweilte Elektrode 314 dient korrespondierend zu der ersten
Elektrode 314 als Kathode beziehungsweise Anode der
wenigstens einen optoelektronischen Schicht oder der

optoelektronischen Schichtenstruktur.

GemdfR einem Ausfihrungsbeispiel wird die zweite Elektrode 314

transparent oder transluzent ausgebildet.

Gemdf einem Ausfihrungsbeispiel und wie in Fig.3 dargestellt,
wird neben der ersten Elektrode 312 ein zweiter
Kontaktabschnitt 315 ausgebildet. Die zweite Elektrode 314
wird derart ausgebildet, dass sie in direktem Kontakt mit dem
zwelten Kontaktabschnitt 315 steht. Der zweite
Kontaktabschnitt 315 dient zu einem elektrischen Kontaktieren
der zweiten Elektrode 314. Der zweite Kontaktabschnitt 315
kann gleichzeitig mit der ersten Elektrode 312 ausgebildet
werden. Der zweite Kontaktabschnitt kann aus denselben
Materialien wie die erste Elektrode 312 gebildet werden. Der
zwelte Kontaktabschnitt 315 kann im Folgenden auch alsg
Kontaktpad 315 der zweiten Elektrode bezeichnet werden. Die
erste Elektrode 312 wird von dem zweiten Kontaktabschnitt 315
mittels einer elektrischen Isolierungsbarriere 317 elekirisch

isoliert.
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Gemal einem Ausfthrungsbeispiel wird die zweite Elektrode 314
auf der Bauelementfldche 204 der elektrisch leitfdhigen
Schicht 203 ausgebildet. Die zweite Elektrode 314 kann derart
auf der Bauelementfldche 204 ausgebildet werden, dass jener
Bereich des Tragersubstrats 202, welcher frei ist von der
Bauelementflache 204, ebenso frei ist von der zweiten
Elektrode 314.

Gemaft einem Ausfihrungsbeispiel wird wenigstens teilweise
wahrend des Ausbildens der zweiten Elektrode 314 das
elektrische Potenzial an die elektrisch leitfdhige Schicht

203 angelegt.

Gemaf einem Ausfihrungsbeispiel wird die elektrisch
leitfdhige Schicht 203 wadhrend des Ausbildens der zweilten
Elektrode 314 Uber der elektrisch leitfahigen Schicht 203
geerdet. Somit ist es mdglich die zweite Elektrode 314 mit
einer verringerten Anzahl an Partikeln aus der Umgebung
auszubilden. Eine derart ausgebildete zweite Elektrode 314
kann keine oder lediglich wenige durch Partikel verursachte
Defekte aufweisen.

Gemafl einem Ausfihrungsbeispiel weist das Verfahren ferner
ein Ausbilden einer Verkapselung 318 auf oder Uber der
zwelten Elektrode 314 auf.

Auf oder Uber der zweiten Elektrode 314 und teilweise Uber
dem ersten Kontaktabschnitt 313 und teilweise Uber dem
zwelten Kontaktabschnitt 315 wird die Verkapselung 318, auch
als Verkapselunggschicht 318 bezeichnet, ausgebildet. Die
Verkapselung 318 verkapselt die wenigstens eine organische,
funktionelle Schicht. Die Verkapselungsschicht 318 kann als
zwelte Barrierenschicht, beispielsweisge als zweite
Barrierendinnschicht, ausgebildet werden. Die
Verkapselungsschicht 318 kann auch als
Dinnschichtverkapselung 318 bezeichnet werden. Die

Verkapselungsschicht 318 bildet eine Barriere gegenlber
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chemischen Verunreinigungen beziehungsweise atmosphdrischen
Stoffen, insbesondere gegenuber Wasser (Feuchtigkeit) und
Sauerstoff. Die Verkapselungsschicht 318 kann als eine
einzelne Schicht, ein Schichtstapel oder eine Schichtstruktur
ausgebildet sein. Die Verkapselungsschicht 318 kann derart
ausgebildet werden, dass sie die folgenden Stoffe aufweist
oder daraus gebildet wird: Aluminiumoxid, Zinkoxid,
Zirkoniumoxid, Titanoxid, Hafniumoxid, Tantaloxid
Lanthaniumoxid, Siliziumoxid, Siliziumnitrid,
Siliziumoxinitrid, Indiumzinnoxid, Indiumzinkoxid, ZAluminium-~
dotiertes Zinkoxid, ein Karbid, beispielsweise Siliziumkarbid
oder andere Karbidverbindungen, Poly(p-
phenylenterephthalamid), Nylon 66, sowie Mischungen und
Legierungen derselben. Gegebenenfalls kann die erste
Barriereschicht auf dem Trdgersubstrat 202 korrespondierend
zu einer Ausgestaltung der Verkapselungsschicht 318
auggebildet sein.

Gemafl einem Ausfihrungsbeispiel werden in der
Verkapselungsschicht 318 lber dem ersten Kontaktabschnitt 313
eine erste Ausnehmung der Verkapselungsschicht 318 und lber
dem zweiten Kontaktabschnitt 315 eine zweite Ausnehmung der
Verkapselungsechicht 318 ausgebildet. In der ersten
Ausnehmung der Verkapselungsschicht 318 wird ein erster
Kontaktbereich des ersten Kontaktabschnitts 313 freigelegt
und in der zweiten Ausnehmung wird ein zweiter Kontaktbereich
des zweiten Kontaktabschnitts 315 freigelegt. Der erste
Kontaktbereich dient zum elektrischen Kontaktieren des ersten
Kontaktabschnitts 313 und der zweite Kontaktbereich dient zum

elektrischen Kontaktiesren des zweiliten Kontaktabschnitts 315,

GemaR einem Ausflihrungsbeispiel wird die Verkapselung 318 aus
einem Metall gebildet oder die Verkapselung 318 wird derart
ausgebildet, dass sie ein Metall aufweist. Eine metallische
Verkapselung 318 weilst eine hohe elektrische Leitfahigkeit
auf. Daher kann wahrend des Ausbildens der Verkapselung 318
ein elektrisches Potenzial an die unter der Verkapselung

angeordnete Schicht, beispielsweizge an die zweite Elektrode
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312, angelegt werden um die Verunreinigung der Verkapselung

318 durch Partikel aus der Umgebung zu verringern.

Gemaft einem Ausfihrungsbeispiel wird wenigstens teilweise
wahrend des Ausbildens der Verkapselung 318 das elektrische
Potenzial an die elektrisch leitfdhige Schicht 203 angelegt.

Gemdft einem Ausfihrungsbeispiel wird die elektrisch
leitfidhige Schicht 203 w&hrend des Ausbildens der
Verkapselung 318 Uber der elektrisch leitfdhigen Schicht 203
geerdet. Somit ist es mdglich die Verkapselung 318 mit einer
verringerten Anzahl an Partikeln aus der Umgebung
auszubilden. Eine derart ausgebildete Verkapselung 318 kann
keine oder lediglich wenige durch Partikel verursachte

Defekte aufwelisen.

Das organische Bauelement, beispielsweise die OLED, sollte
moglichst aus elektrisch leitfdhigen Schichten aufgebaut
werden. Beispielsweise kann die Verkapselung 318 aus einer
dicken Metallschicht ausgebildet werden, anstatt einer dinnen
Schicht, wobei dinne Verkapselungsschichten Ublicherweise
mittels CVD ausgebildet werden und Siliziumnitrit,
Siliziumcarbit, Siliziumoxid oder &hnliche Materialien

aufweigen, oder nichtleitenden Klebermaterialien.

Fig.4 zeigt eine Querschnittsansicht eines Abdecksubstrats
420 mit einer Haftmittelschicht 422 in einem Verfahren zum

Herstellen eines organischen Bauelements.

Gemafl einer Weiterbildung weist das Verfahren ferner ein
Bereitstellen eines Abdecksubstrats 420 auf. Ferner weist das
Verfahren ein Ausbkbilden einer weiteren elektrisch leitfdhigen
Schicht 834 (nicht dargestellt) auf dem Abdecksubstrat 420
auf. Die weitere elektrisch leitfahige Schicht 834 ist
beispielsweise in Fig.8 dargestellt. Ferner weist dasg
Verfahren ein Anlegen eines elektrischen Potenzials an die
weitere elektrisch leitfdhige Schicht 834 auf. Ferner weist
das Verfahren ein Ausbilden einer Haftmittelschicht 422 auf
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oder Uber dem Abdecksubstrat zumindest teilweise wahrend des
Anlegens des elektrischen Potenzials an die weitere
elektrigch leitfahige Schicht 834 auf. Ferner weist das
Verfahren ein Verbinden des Trégersubstrats mit dem
Abdecksubstrat mittels der Haftmittelschicht auf,

Gemafr einem Ausfilhrungsbeispiel ist das Anlegen des
elektrischen Potenzials an die weitere elektrisch leitfahige
Schicht 834 ausgestaltet wie das Anlegen des elektrischen
Potenzials an die elektrisch leitféhige Schicht 203. Durch
das Anlegen des elektrischen Potenzials wahrend des
Augbildens der Haftmittelschicht 422 ist es mbglich, eine
Potenzialdifferenz zwischen der Haftmittelschicht 422 und
Partikeln aus der Umgebung zu minimieren. Somit kann esg zu
einer Verringerung der elektrostatischen Anziehung von
Partikel aus der Umgebung durch die Haftmittelschicht 422

kommen.

Gemaf einem Ausfihrungsbeispiel wird die Haftmittelschicht
422 derart ausgebildet, dass sie ein Haftmittel,
beispielsweise einen Klebstoff, beispielsweise einen
Laminierklebstoff, einen Lack und/oder ein Harz aufweist.
Ferner kann die Haftmittelschicht 422 derart ausgebildet
werden, dass sie Partikel aufweist, die elektromagnetische

Strahlung streuen, beispielsweise lichtstreuende Partikel.

Gemal einem Ausfihrungsbeispiel kann die Haftmittelschicht

422 derart ausgebildet werden, dass sie einen Laminierkleber
aufweist. Als Laminierkleber kann ein elektrisch leitfdhiger
Kleber verwendet werden, beispielsweise ein Silberleitkleber.
Alternativ kann der Laminierkleber mit leitfahigen Partikeln,

beispielsweise Rufs, versetzt werden.

Die Haftmittelschicht 422 wird auf oder lber dem
Abdecksubstrat 420 ausgebildet. Die Haftmittelschicht 422
dient zum Befestigen des Abdeckkdrpers 420 an der
Verkapselungsschicht 318. Das Abdecksubstrat 420 kann derart
ausgebildet werden, dass es einen Kunststoff, ein Glas



10

15

20

25

30

35

WO 2016/146642 PCT/EP2016/055604

27

und/oder ein Metall aufweist. Beispielsweise kann das
Abdecksubstrat 420 im Wesentlichen aus Glas gebildet werden
und eine diinne Metallschicht, beisgspielsweise eine
Metallfolie, und/oder eine Graphitschicht, beispielsweise ein
Graphitlaminat, auf dem Glaskdrper aufweisen. Das
Abdecksubstrat 420 dient zum Schiitzen des organischen
Bauelements, beigpielsweise vor mechanischen
Krafteinwirkungen von auften. Ferner kann das Abdecksubstrat
420 zum Verteilen und/oder Abfihren von Hitze dienen, die in
dem organischen Bauelement erzeugt wird. Beispielsweise kann
das Glas deg Abdecksubstrats 420 als Schutz vor auBeren
Einwirkungen dienen und die Metallschicht des Abdecksubstrats
420 kann zum Verteilen und/cder abflhren der beim Betrieb des
organischen Bauelements entstehenden Warme dienen. Gemafs
einem Ausfihrungsbeispiel wird das Abdecksubstrat 420 wie das

weiter oben beschriebene Tragersubstrat 202 ausgebildet.

GemdR einem Ausflihrungsbeispiel weist das Ausbilden der
Haftmittelschicht 422 ein Beimengen eines elektrisch
leitfédhigen Materials in die Haftmittelschicht 422 auf. Durch
das Beimengen eines elektrisch leitfdhigen Materials in die
Haftmittelschicht 422, kann die elektrische Leitfdhigkeit der
Haftmittelschicht 422 erhdht werden. Somit kann wadhrend des
Ausbildens der Haftmittelschicht 422 ein elektrisches
Potenzial an die weitere elektrisch leitfdhige Schicht 834
angelegt werden um die Verunreinigung der Haftmittelschicht

422 durch Partikel aus der Umgebung zu verringern.

GemaR einem Ausflihrungsbeispiel wird wahrend des gesamten
Zeiltraums des Ausbildens der Haftmittelschicht 422 das
elektrische Potenzial an die weitere elektrisch leitfdhige
Schicht angelegt.

Cemas einem Ausflihrungsbeispiel wird die weitere elektrisch
leitfadhige Schicht 203 wahrend des Ausbildens der
Haftmittelschicht 422 auf oder Uber der weiteren elektrisch
leitfahigen Schicht 203 geerdet.
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Gemafl einem Ausfihrungsbeispiel weist das Verbinden des
Tragersubstrats mit dem Abdecksubstrat ein stoffschlissiges
Verbinden der Haftmittelschicht 422 mit der Verkapselung 318

auf.

Fig.5 zelgt eine Querschnittsansicht eines organischen
Bauelements in einem Verfahren zum Hersgtellen eines

organigschen Bauelements.

Gemafs einem Ausfihrungsbeispiel weist das Verfahren das
Bereitstellen des Tragersubstrats 202 auf. Auf oder {ber dem
Tragersubstrat 202 wird die elektrisch leitfdhige Schicht 203
(nicht dargestellt) ausgebildet. Auf der Bauelementfldache 204
der elektrisch leitfahigen Schicht 203 wird eine erste
8chicht 524a ausgebildet. Die erste Schicht 524a kann wie
eine der weiter oben beschriebenen Schichten ausgebildet
werden, beispielsweise kann die erste Schicht wie die
wenigstens eine organische, funktionelle Schicht 210
ausgebildet werden. Die elektrisch leitfdhige Schicht 203
kann vor oder wahrend des Ausbildens der ersten Schicht 524a
geerdet werden. Die Erdung der elektrisch leitf&higen Schicht
203 kann wahrend des gesamten Zeitraums, der zum Ausbilden
der ersten Schicht 524a bendtig wird, bestehen, Die erste
Schicht 524a kann mittels des Erdens der elektrisch
leitfahigen Schicht 203 geerdet werden. Ferner kann eine
zwelte Schicht 524b auf der ersten Schicht 524a ausgebildet
werden. Die zwelte Schicht 524b kann wie eine der weiter oben
beschriebenen Schichten ausgebildet werden, beispielsweise
kann die zweite Schicht 524b wie die wenigstens eine
organische, funktionelle Schicht 210 ausgebildet werden. Die
elektrisch leitfahige Schicht 203 kann vor oder wdhrend des
Ausbildens der zweiten Schicht 524b geerdet werden. Die
Erdung der elektrisch leitfahigen Schicht 203 kann wahrend
des gesamten Zeitraums, der zum Ausbilden der zweiten Schicht
524b bendtig wird, bestehen. Die zweite Schicht 524b kann
mittels des Erdens der elektrisch leitfdhigen Schicht 203
geerdet werden. In dem Fall, dass der elektrische
Ableitwiderstand der ersten Schicht 524a zu hoch
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(beispielsweise wenn der Ableitwiderstand grdfier oder gleich
1 GOhm ist, beispielswelise gréRer oder gleich 1MOhm ist,
beigpielsweise grdRer oder gleich 1 kChm ist) ist, als dass
die zweite Schicht 524b mittels der Erdung der elektrisch
leitfahigen Schicht 203 ebenfalls geerdet wird, kann zwischen
der ersten Schicht 524a und der zweiten Schicht 524b eine
erste elektrisch leitfahig Zwischenschicht 526a ausgebildet
werden. Die erste elektrisch leitfdhige Zwischenschicht 526a
kann jene elektrisch leitféhigen Stoffe aufweisen, die weiter
oben in Zusammenhang mit der ersten Elektrode 312 aufgelistet
sind, oder die Materialien der Lochinjektionsschicht oder der
Elektroneninjektionsschicht. Ferner kann eine dritte Schicht
524¢ auf der zZwelten Schicht 524b ausgebildet werden. Die
dritte Schicht 524c¢ kann wie eine der weiter oben
beschriebenen Schichten ausgebildet werden, beispielsweise
kann die dritte Schicht wie die zweite Elektrode 314
ausgebildet werden. Die elektrisch leitfahige Schicht 203
kann vor oder wahrend des Ausbildens der dritten Schicht 524c¢
geerdet werden. Die Erdung der elektrisch leitfahigen Schicht
203 kann wahrend des gesamten Zeitraums, der zum Ausbilden
der zweiten Schicht 524b bendtig wird, bestehen. Die dritte
Schicht 524c¢ kann mittels des Erdens der elektrisch
leitfdhigen Schicht 203 geerdet werden. In dem Fall, dass der
elektrische Ableitwiderstand der zwelten Schicht 524b zu hoch
(beispielsweise wenn der Ableitwiderstand gréfler oder gleich
1 GOhm ist, beispielsweise grdRer oder gleich 1MOhm ist,
beispielsweise grofier oder gleich 1 kOhm ist) ist, als dass
die dritte Schicht 524c mittels des Erdung der elektrisch
leitfdhigen Schicht 203 ebenfalls geerdet wird, kann zwischen
der zweiten Schicht 524b und der dritten Schicht 524c eine
zweite elektrisch leitfédhig Zwischenschicht 526b ausgebildet
werden. Die zweite elektrisch leitfahige Zwischenschicht 526b
kann wie die erste elektrisch leitfdhige Zwischenschicht 526b
ausgebildet werden.

Es ist anzumerken, dass eine elektrisch leitfdhige
Zwischenschicht, die wie die im Vorhergehenden beschriebene

erste elektrisch leitfdhige Zwischenschicht 526a oder wie die
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zwelte elektrisch leitfahige Zwischenschicht 526b ausgebildet
wird, optional auch zwischen anderen Schichten ausgebildet
werden kann. Belspielsweise kann eine dritte elektrisch
leitfahige Zwischenschicht (nicht dargestellt) zwischen der
dritten Schicht 524c und einer Uber der dritten Schicht 524c
ausgebildeten vierten Schicht (nicht dargestellt) ausgebildet
werden. Gemdf einem Ausfihrungsbeispiel kann die elektrisch
leitfdhige Zwischenschicht optional auf jeweils jeder der
welter oken beschriebenen Schichten des organischen

Bauelements ausgebildet werden.

Alternativ zu der oben beschriebenen Erdung der elektrisch
leitfdhigen Schicht 203 kann ein elektrisches Potenzial an

die elektrisch leitfahige Schicht 203 angelegt werden.

In Fig.5 ist ferner ein Erdungskontakt 528 dargestellt,
welcher gemafl einem Ausfihrungsbeispiel neben der ersten
Schicht 524a ausgebildet wird. Der Erdungskontakt 528 kann
als Teil der elektrisch leitfdhigen Schicht 203 ausgebildet
werden oder elektrisch leitend mit der elektrisch leitf&higen
Schicht 203 verbunden werden. An den Erdungskontakt 528 kann
beispielsweise das elektrische Potenzial, dasg Massepotenzial

oder das Erdungspotenzial angelegt werden.

Zwischen dem Erdungskontakt 528 und der ersten Schicht 524a
wird eine optionale erste Isolierungsbarriere 530a
angeordnet. Die erste Igolierungsbarriere 530a wird
angrenzend an eine erste Seitenfliche der ersten Schicht 524a
ausgebildet.

Die erste Schicht 524a weist zwei Hauptflachen und wenigstens
eine die beiden Hauptflidchen verbindende Seitflache auf.
Beispielsweise kann die erste Schicht 524a ndherungsweise die
Form eines Quaders aufweisen. In diesem Fall hat die erste
Schicht 524a zwel Hauptflachen und vier senkrecht dazu
angeordnete Seitenfldchen. Die Fléchennormalen der beiden
Hauptflachen der ersten Schicht 524a sind parallel zu den
Flachennormalen der Hauptfliche des Tragersubstrats 202. Beil
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dlinnen Schichten kann die Gréfe der Seitenflachen
vernachlédssigbar klein sein. In Fig.5 stellt eine
Querschnittsansicht einer naherungsweise quaderfdrmigen
ersten Schicht dar. Fig.5 zeigt eine erste Schicht mit einem
ersten Rand, der die erste Randflache aufweist, und einem
vweiten Rand, der eine zweite Randflache aufweist. Die erste
elektrisch leitfdhige Zwischenschicht 526a wird teilweise auf
dem Erdungskontakt 528 ausgebildet derart, dass ein
elektrischer Kontakt zwischen der ersten elektrisch
leitfahigen Zwischenschicht 526a und dem Erdungskontakt 528
ausgebildet wird. Die zweite elektrisch leitfahige
Zwischenschicht 526b wird teilweise auf der ersten elektrisch
leitfdhigen Zwischenschicht 526a ausgebildet derart, dass ein
elektrischer Kontakt zwischen der ersten elektrisch
leitfihigen Zwischenschicht 526a und der zweiten elektrisch
leitf&higen Zwischenschicht 526a ausgebildet wird. Neben der
zwelten Schicht 524b wird eine optionale zweite
Isolierungsbarriere 530b angeordnet. Die zweite
Isolierungsbarriere 530b wird angrenzend an eine erste
Seitenfliche der zwelten Schicht 524b ausgebildet, wobei die
zweite Schicht geometrisch wie die erste Schicht 524a
ausgestaltet wird. Auf der zweiten elektrisch leitfahigen
Zwischenschicht 526b wird die dritte Schicht 524c¢
ausgebildet. Die exrste Schicht 524a, die zwelte Schicht 524b
und die dritte Schicht 524c werden {ibereinander ausgebildet
derart, dass sie einen Schichtenstapel bilden. Neben der
dritten Schicht 524c wird eine optionale dritte
Isolierungsbarriere 530c angeordnet. Die dritte
Isolierungsbarriere 530c wird angrenzend an eine erste
Seitenfliche der dritten Schicht 524c ausgebildet, wobeil die
dritte Schicht geometrisch wie die erste Schicht 524a
ausgestaltet wird. Die erste Isolierungsbarriere 530a, die
zweite Isolierungsbarriere 530b und die dritte
Isolierungsbarriere, wenn sie vorgesehen sind, werden

nidherungsweise kongruent Ubereinander angeordnet.

GemdR dem in Fig.5 gezeigten Ausflihrungsbeispiel wird die

Verkapselung 318 auf der dritten Schicht 524c und auf der
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opticnalen dritten Isolierungsbarriere 530c¢ ausgebildet. Die
Verkapselung 318 wird ferner auf der zweiten elektrisch
leitfahigen Zwischenschicht 526b angeordnet derart, dass ein
elektrischer Kontakt zwischen der zweiten elektrisch
leitfdhigen Zwischenschicht 526b und der Verkapselung 318
ausgebildet wird. Die Verkapselung kann ferner teilweise auf
dem Tragersubstrat 202 ausgebildet werden. Auch wenn in Fig.5
nicht dargestellt, sind in verschiedenen
Ausfihrungsbeispielen eine erste Elektrode (beispielsweilse
Anode) und eine zweite Elektrode (Kathode) in dem
Schichtenstapel vorgesehen, wobeil die zweite Elektrode auf
der dritten Schicht 524c¢ angeordnet ist und die Verkapselung

in diesem Fall auf der zweiten Elektrode angeordnet ist.

Wie in Fig.5 dargestellt wird gemd&ff einem Ausfihrungsbeispiel
die erste elektrisch leitende Zwischenschicht 526a big zu dem
zweiten Rand der ersten Schicht 524a ausgebildet derart, dass
die zweite Randflache der ersten Schicht 524a frei igt von
der ersten elektrisch leitfahigen Zwischenschicht 526a und
ein Rand der ersten elektrisch leitenden Zwischenschicht 526a
an den zweiten Rand der ersten Schicht 5243 angrenzt. Ferner
wird auch die zweite elektrisch leitende Zwischenschicht 526b
bis zu einem zweiten Rand der zwelten Schicht 524b
ausgebildet derart, dass eine zweite Randfl&che der zweiten
Schicht 524b frei ist von der zweiten elektrisch leitfahigen
Zwischenschicht und ein Rand der zweiten elektrisch leitenden
Zwischenschicht 526b an den zweiten Rand der zweiten Schicht
524b angrenzt. Neben dem zweiten Rand der ersgsten Schicht
524a, der zweiten Schicht 524k und der dritten Schicht 524c¢
und neben dem Rand der ersten elektrisch leitenden
Zwischenschicht 526a und neben dem Rand der zweiten
elektrisch leitenden Zwischenschicht 526b wird eine optionale
vierte Isclierungsbarriere 532 ausgebildet. Die opticnale
vierte Isolierungsbarriere 532 wird derart ausgebildet, dass
gie lateral die Verkapselung 318 von der ersten Schicht 424a,
der zweiten Schicht 424b, der dritten Schicht 424c¢, der
ersten elektrisch leitfdhigen Zwischenschicht 426a und der

zwelten elektrisch leitfahigen Zwischenschicht 426b trennt.
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Ein Bereich des Tragersubstrats 202 auf oder Uber welchem der
Erdungskontakt 528 ausgebildet wird, kann auch als
Erdungsbereich bezeichnet werden. Ein Bereich des
Tragersubstrats 202 auf oder ber welchem die erste
Isolierungsbarriere 530a, die zwelte Isolierungsbarriere 530b
und die dritte Isolierungsbarriere 530c ausgebildet werden,
kann auch als Isolierungsbereich bezeichnet werden. Der
Erdungsbereich wird neben dem Isolierungsbereich ausgebildet.
Ein Bereich des Tragersubstrats 202, auf oder ilber welchem
die Bauelementfldche 204 der elektrisch leifd&higen Schicht
203, die erste Schicht 424a, die zweite Schicht 424b und die
dritte Schicht 424c ausgebildet werden, kann als
Bauelementbereich bezeichnet werden. Gemal einem
Ausfihrungsbeispiel wird der Erdungskontaktbereich von dem
Bauelementbereich separiert mittels eines Durchtrennens des
Tragersubstrats 202 in dem Isolierungsbereich (in Fig.5
mittels der gestrichelten Linie dargestellt). Ferner werden
mit dem Durchtrennen des Tragersubstrats 202 auch die auf

oder Uber dem Tragersubstrat liegenden Schichten durchtrennt.

Gem&fl einem Ausfihrungsbeispiel wird unmittelbar nach dem
Ausbilden einer geringfiligig elektrisch leitfdhigen Schicht
wie beispielsweise einer organischen, funktionellen Schicht,
im Folgenden auch als Organik bezeichnet, oder einer
Dinnfilmverkapselung (engl. thin film encapsulation, TFE)
eine elektrisch leitfdhige Zwischenschicht, beispielsweise
ein Metall, auf der geringfliigig elektrisch leitfdhigen
Schicht ausgebildet.

Fig.6 zeigt eine Draufsicht eines organischen Bauelements in

einem Verfahren zum Herstellen eines organischen Bauelements.

Gemafl einem Ausfihrungsbeispiel wird auf dem Tragersubstrat
202 und neben dem organischen Bauelement wenigstens ein
welteres organisches Bauelement ausgebildet. In Fig.6 ist
beispielsweise dargestellt, dass vier organische Bauelemente
auf dem Tragersubstrat 202 ausgebildet werden.
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Gemalr einem Ausfihrungsbeispiel werden das organische
Bauelement und das wenigstens eine weltere organische
Bauelement mittels der elektrisch leitfdhigen Schicht 203
miteinander verbunden. Durch das Verbinden des organischen
Bauelements mit dem wenigstens einem welteren organischen
Bauelement mittels der elektrisch leitfahigen Schicht 203 ist
es mdéglich, dasselbe elektrisch Potenzial an alle auf dem
Tragersubstrat angeordneten organischen Bauelemente
anzulegen. So kénnen beispielsweise mehrere organische
Bauelemente unter denselben elektrostatischen Bedingungen

ausgebildet werden.

In Fig.6 ist dargestellt, dass die elektrisch leitfdhige
Schicht 203 mit der Kontaktfliche 206, der Bauslementfliche
204, der wenigstens einen Verbindungsleitung 208, der ersten
Kontaktflache 313 und der zweiten Kontaktflache 315
ausgebildet wird. Zwischen der zweiten Kontaktfldche 315 und
der Bauelementfldche kann die elektrische Isolierungsbarriere
317 {(nicht dargestellt) angeordnet werden. Ferner kann die
elektrisch leitfdhige Schicht 203 mit einer weiteren ersten
Kontaktflache 613b ausgebildet werden, die gemaf einem
Augfihrungsbeispiel mit der ersten Kontaktfliche 313
ausgebildet wird. Die erste Kontaktfldche 313 und die weitere
erste Kontaktflache 613b kénnen an gegenlberliegenden Seiten
der Bauelementflache 204 angeordnet werden. Ferner kann die
elektrisch leitfahige Schicht 203 mit einer welteren zweiten
Kontaktflache 615b ausgebildet werden, die gemdf einem
Ausfihrungsbeispiel mit der zweiten Kontaktflache 615b
ausgebildet wird. Die zweite Kontaktfldche 315 und die
weitere zwelte Kontaktfldche 615b kénnen an
gegeniberliegenden Seiten der Bauelementfldche 204 angeordnet
werden.

Die Bauelementfldche 204 mit der ersten Kontaktflache 313,
der weiteren ersgten Xontaktfliche £13b, der zweiten
Kontaktflache 315 und der weiteren zweiten Kontaktflache 615b
kann als Bauelementeinheit bezeichnet werden. Wie in Fig.6

dargestellt, kénnen beispielsweise vier Bauelementeinheiten,
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eine erste Bauelementeinheit 617a, eine zweilte
Bauelementeinheit 617b, eine dritte Bauelementeinheit 617c
und eine vierte Bauelementeinheit 617d, in einer Matrixform
auf dem TrAgersubstrat 202 angeordnet werden. Gemafl einem
Ausfihrungsbeispiel wird die erste Kontaktflache 313 der
ersten Bauelementeinheit 617a mittels der wenigstens einen
Verbindungsleitung 208 mit dem Kontaktrahmen 206 verbunden.
Die weitere erste Kontaktflache 613b der ersten
Bauelementeinheit 617a wird mittels der wenigstens einen
Verbindungsleitung 208 mit der ersten Kontaktflache 313 der
zweiten Bauelementeinheit 617b verbunden. Die weitere erste
Kontaktflache 613k dexr zweiten Bauelementeinheit 617b wird
mittels der wenigstens einen Verbindungsleitung 208 mit der
weiteren ersten Kontaktflache 613b der dritten
Bauelementeinheit 617c verbunden. Die erste Kontaktflache 313
der zwelten Bauelementeinheit 617b wird mittels der
wenigstens einen Verbindungsleitung 208 mit der ersten
Kontaktfléche 313 der dritten Bauelementeinheit 617c
verbunden. Die erste Kontaktfldche 313 der dritten
Bauelementeinheit 617c wird mittels der wenigstens einen
Verbindungsleitung 208 mit der weiteren ersten Kontaktflache
613b der vierten Bauelementeinheit 617d verbunden. Die erste
Kontaktflédche 313 der vierten Bauelementeinheit 6174 wird mit
der ersten Kontaktfldche 313 der ersten Bauelementeinheit

617a und mit dem Xontaktrahmen 206 verbunden.

GemafR einem Ausfihrungsbeispiel wird die Kontaktfldche 206
derart ausgebildet, dass sie mehrere Kontaktpads anstatt

eines umlaufenden Kontaktrahmens aufwelst.

Die wenigstens eine Verbindungsleitung 208 kann im Folgenden
auch alg Leiterbahn 208 bezeichnet werden.

Die erste Kontaktfldche 313 und die weitere erste
Kontaktfléche 613b kénnen als Anoden- oder Kathodenkontakte
bezeichnet werden. Korrespondierend dazu kémnen die zweite
Kontaktflache 315 und die weitere zweite Kontaktfliche 615b
als Kathoden- oder Anodenkontakte bezeichnet werden.
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Leiterbahnen oder die elektrisch leitfdhige Schicht, welche
mehrere elektrisch leitéende Schichten aufweisgen kann,
verbinden/verbindet die Einzelbauteile auf dem Tragersubstrat
202 mit einem oder mehreren Kontaktpads oder einem
umlaufenden Kontaktrahmen. Die Anoden- beziehungsweise
Kathodenkontakte der Einzelbauteile kdnnen genutzt werden.
Diese Leiterbahnen kénnen auf definierte Kontaktpunkte am
Rand deg Tragersubstrats 202 gefihrt werden, so dass eine
einheitliche Kontaktierung wahrend des Prozesses und wahrend
der Lagerung mdglich ist.

Die in Fig.6 gezeigt Bauelementfldche 204 wird derart
ausgebildet, dass sie einen ndherungswelse kreisfdrmige Form
aufweist. Alternativ kann die Bauelementflache auch eine
andere beliebige Form aufweisen, beilspielsweise eine
nadherungsweise rechteckige Form wie sie in Fig.7 gezeigt ist.

Gemdfs einem Ausflihrungsbeispiel weist das Verfahren ferner
ein Separieren des organischen Bauelements von dem wenigstens
einen welteren organischen Bauelement mittels Durchtrennens
deg Tragersubstrats 202 zwischen dem organischen Bauelement

und dem wenigstens einen weiteren organischen Bauelement auf.

Das Durchtrennen des Tragersubstrats 202 ist in Fig.6 mittels
der gestrichelten Linie dargestellt. Beispielsweise kann das
Tragersubstrat 202 entlang der gestrichelten Linie
durchtrennt werden, beispielsweise mittels einer
Sagevorrichtung, beispielsweise mittels einer
Schneidevorrichtung. Das Tragersubstrat 202 wird derart
durchtrennt, dass lediglich jene Bereiche verbleiben, welche
die Bauelementfliche 204, die erste Kontaktflédche 313, die
weitere erste Kontaktfliche 613b, die zweite Kontaktfléache

315 gsowie die weitere zwelte Kontaktfliche 615k aufweisen,

Fig.7 zeigt eine Draufsicht eines organischen Bauelements in

einem Verfahren zum Herstellen einesg organischen Bauelements.
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Wie in Fig.6, zeigt Fig.7 ein Tragersubstrat 202, auf dem
vier organische Bauelemente ausgebildet werden sollen. Im
Unterschied zu dem in Fig.6 dargestellten Ausfihrungsbeispiel
wird die Bauelementflache 204 der Fig.7 naherungsweise
rechteckig ausgebildet. Die Bauelementflé&che 204 wird derart
ausgebildet, dass sie zwel kurze Seiten und zwel lange Seiten
aufwelist, wobei die erste Kontaktfldache 313, die zweite
Kontaktflache 315 und die weitere zweite Kontaktflache 615b
an einer der kurzen Seiten angeordnet werden. Gemafl einem
Ausfihrungsbeispiel werden die ersten Kontaktflachen 313 der
vier Bauelementeinheiten mittels der welteren elektrisch
leitfadhigen Schicht jewells miteinander sowie mit dem
Kontaktrahmen 206 verbunden.

Fig.8 zeigt eine Querschnittsansicht eines Abdecksubstrats
420 mit einer Haftmittelschicht 422 in einem Verfahren zum

Herstellen eines organischen Bauelements.

Auf dem Abdecksubstrat 420 wird die weitere elektrisch
leitfidhige Schicht 834 angeordnet. Die Haftmittelschicht 422
wird auf der weiteren elektrisch leitfdhigen Schicht 834
angeordnet. Die Haftmittelschicht 422 (nicht gezeigt) wird
derart ausgebildet, dass sie einen ersten Haftmittelbereich
836 und wenigstens einen zweiten Haftmittelbereich 838
aufweist. Der erste Haftmittelbereich 836 und der zweite
Haftmittelbereich 838 kénnen nebeneinander ausgebildet
werden.

GemdfBR einem Ausflihrungsbeispiel weist das Verbinden des
Trigersubstrats 202 mit dem Abdecksubstrat 420 ein
stoffgchlissiges Verbinden des ersten Haftmittelbereichs 836
mit der Verkapselung 318 des organischen Bauelements und ein
stoffschllissiges Verbinden des wenigstens einen zweiten
Haftmittelbereichs 838 mit der Verkapselung 318 des

wenigstens einen weiteren corganischen Bauelements auf.

Gemdf einem Ausfihrungsbeispiel wird die Verkapselung 318

derart ausgebildet, dass das sich das organische Bauelement
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und das wenigstens eine weitere organische Bauelement die
Verkapselung 318 teilen.

Fig.9 zeigt eine Draufsicht eines Abdecksubstrats 420 mit
einer Haftmittelschicht 422 in einem Verfahren zum Herstellen

eines organischen Bauelements.

GemaR einem Ausfihrungsbeispiel wird die elektrisch
leitfahige Schicht 834 aus Aluminium oder ITO ausgebildet.

Die weitere elektrisch leitfdhige Schicht 834 kann derart
ausgebildet werden, dass sie eine Kontaktfldche 506 aufweist,
wobeil die Kontaktflache 906 gemafl einem Ausflhrungsbeispiel
des welter oben beschriebenen Kontaktrahmens 206 ausgebildet
wird. Ferner kann die weitere elektrisch leitfdhige Schicht
834 ein sogenanntes Leiterbahnnetz 940 aufweisen. Wie in
Fig.9 dargesgtellt, kann das Leiterbahnnetz 840 derart
ausgebildet werden, dass es horizontale und vertikale Linien
auf dem Abdecksubstrat 420 aufweist. Das Leiterbahnnetz 940

kann ndherungsweise die Form eines Gitters aufweisen.

Gem&l einem Ausfihrungsbeispiel wird die elektrisch
leitfdhige Schicht 834 als eine durchgdngige,
zusammenhangende Schicht groffflachig auf dem Abdecksubstrat
420 ausgebildet. Die elektrisch leitfdhige Schicht 834 kann
auf einer Hauptoberfliche des Abdecksubstrats 420 ausgebildet
werden. Die elektrisch leitfahige Schicht 834 kann derart dem
Abdecksubstrat 420 ausgebildet werden, dass die elektrisch
leitfahige Schicht 834 wenigstens eine Oberfléache,
beispielsweise die Hauptoberfléache, des Abdecksubstrats 420
vollstandig bedeckt. Somit kann mittels der weiteren
elektrisch leitfdhigen Schicht 834 ein elektrischer Kontakt
zwischen dem ersten Haftmittelbereich 836 und dem wenigstens
einen zweiten Haftmittelbereich 838 hergestellt werden und an
den ersten Haftmittelbereich 836 sowie an den wenigstens
einen zweite Haftmittelbereich 838 kann ein gemeinsames
elektrigches Potenzial angelegt werden.
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Die weitere elektrisch leitfdhige Schicht 834 kann gemaf
einem AusflUhrungsbeispiel der elektrisch leitfdhigen Schicht
203 ausgebildet werden. Beispielsweise kann die weitere
elektrisch leitende Schicht 834 wie die elektrisch leitende
Schicht 203 ausgebildet werden. Beilspilelsweise kann die
weitere elektrisch leitende Schicht 834 derart ausgebildet
werden, dass sie eine Bauelementfldche, eine Kontaktflache
oder mehrere Kontaktpads und wenigstens eine
Verbindungsflache aufweist, wobeil auf der Bauelementflache
der weiteren elektrisch leitfdhigen Schicht 834 die
Haftmittelschicht 422 ausgebildet werden soll.

Das Abdecksubstrat 420, beispielsweise Glas, beispielsweise
Capglas 420 oder Laminierglas 420, oder eine oder mehrere
Kunststofffolien oder ein anderes geeignetes Abdecksubstrat
ist in verschiedenen Ausfuhrungsbeispielen vorgesehen. Die
weitere elektrisch leitfdhige Schicht 834 kann im Folgenden
auch als elektrisch leitfdhige Beschichtung 834 bezeichnet
werden. Die Kontaktfldche oder die mehreren Kontaktpads der
weiteren elektrisch leitf&higen Schicht 834 koénnen wahrend
der Lagerung, dem Transport und/oder der Herstellung des
organischen Bauelements geerdet werden. Eine elektrostatische
Aufladung des Abdecksubstrats 420 kann wédhrend der
Herstellung des organischen Bauelements, belspielsweise der
OLED, vermieden werden. Partikel kdénnen weniger stark odexr
nicht mehr angezogen werden. Somit kann die Partikelbelastung
verringert werden und die Ausbeute der organischen
Bauelemente beziehungsweise die Qualitdt der organischen

Bauelemente kann erhdht werden.

Fig.1l0 zeigt eine schematische Darstellung einer Vorrichtung
zum Zwischenlagern 1042 eines Abdecksubstrats 420 oder eines
Trigersubstrats 202 in einem Verfahren zum Herstellen eines

organigschen Bauelements.

Gem&fl einem Ausflhrungsbeigpiel weist das Verfahren zum
Herstellen des organischen Bauelements ein Zwischenlagern des
Abdecksubstrats 420 und/oder des Tragersubstrats 202 auf.
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Die Vorrichtung zum Zwischenlagern 1042 wird ferner auch als
Horde 1042 oder Transportkasgsette 1042 bezeichnet.

GemafR einem Ausfihrungsbeispiel wird das Tragersubstrat 202,
auf welchem bereits die elektrisch leitfahige Schicht 203
ausgebildet ist, in der Vorrichtung zum Zwischenlagern 1042
angeordnet, beispielsweise wird das Tragersubstrat 202 in die
Horde 1042 geschoben. Ferner weilst das Zwischenlagern des
Tragersubstrats 202 ein elektrisches Kontaktieren der
elektrisch leitfdhigen Schicht 203 auf. Dag Kontaktieren der
elektrisch leitfdhigen Schicht 203 kann beispielsweise mit
einer Kontaktiervorrichtung 1044 erfolgen. Beispielsweise
kann die Kontaktiervorrichtung 1044 derart eingerichtet
werden, dass bei einem Schieben des Tragersubstrats 202 in
die Horde 1042 ein elektrischer Kontakt zu der Kontaktfliche
206 der elektrisch leitfdhigen Schicht 203 ausgebildet wizrd.
Das Kontaktieren des Abdecksubstrats 420 kann auf analoge
Weise erfolgen. Gemdf einem Ausfihrungsbeispiel wird das
Abdecksubstrat 420 und/oder das Tragersubstrat 202 widhrend
des Zwischenlagerns mittels der Kontaktiervorrichtung 1044

geerdet.

Um das Tragersubstrat 202 und/oder das Abdecksubstrat 420
wahrend der gesamten Herstellung, Zwischenlagerung und
Lagerung erden zu koénnen, kann die Installation von
Kontaktiervorrichtungen 1044 in Werkzeugen und Hilfsmitteln
noétig sein. Hilfsmittel sind beispielsweise
Transportkassetten, Transportwagen, Handler (beispielsweise
fir einen Transport zwischen Kassette und Prozessanlage),
Roboter und Ausheizdfen.

Die Erfindung ist nicht auf die angegebenen
Ausflihrungsbeispiele beschrénkt. Beispielsweise kénnen die in
den Figuren 2a, 2b, 2c¢, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 gezeigten

Ausfiihrungsbeispiele miteinander kombiniert sein.
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Patentanspriiche

Verfahren zum Herstellen eines organischen Bauelements,

das Verfahren aufweisend:

¢ BRereitstellen eines Tragersubstrats (202);

¢ Ausbilden einer elektrisch leitfahigen Schicht (203)
auf oder Uber dem Tragersubstrat (202);

e Anlegen eines elektrischen Potenzials an die
elektrisch leitfdhige Schicht (203); und

e Ausbilden wenigstens einer organischen, funktionellen
Schicht (210) zum Bilden des organigchen Bauelements
auf oder Uber der elektrisch leitf&higen Schicht
(203) zumindest teilwelse wdhrend des Anlegens des
elektrischen Potenzials an die elektrisch leitfahige
Schicht (203).

Verfahren gemall Anspruch 1,
wobeil bei dem Anlegen des elektrischen Potenzials, die
elektrisch leitf&hige Schicht (203) geerdet wird.

Verfahren gemdf Anspruch 1 oder 2, ferner aufweisend:
Ausbilden einer ersten Elektrode (312); und
Ausbilden einer zweiten Elektrode (314);

wobel die wenigstens eine organische, funktionelle
Schicht (210) zwischen der ersten Elektrode (312) und
der zweiten Elektrode (314) ausgebildet wird.

Verfahren gemafs Anspruch 3,

wobel die elektrisch leitfdhige Schicht (203) als Teil
der ersten Elektrode (312) ausgebildet wird oder die
erste Elektrode (312) bildet oder als Teil der zweiten
Elektrode (312) ausgebildet wird oder die zweite
Elektrode (312) bildet.

Verfahren gemdfd Anspruch 3 oder 4,
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wobeil die erste Elektrode (312) und/oder die zweite
Elektrode (314) transparent oder transluzent ausgebildet

werden/wird.

Verfahren gemdfs einem der Angprlche 3 bis 5, ferner
aufweisend:

Ausbilden einer Verkapselung (318) auf oder Uber der
zweiten Elektrode (314).

Verfahren gem&ff Anspruch 6, ferner aufweigend:
wobei die Verkapselung (318) aus einem Metall gebildet
wird oder die Verkapselung (318) derart ausgebildet

wird, dass sie ein Metall aufweist.

Verfahren gemdfR Anspruch & oder 7,

wobeil wenigstens teilweise wahrend des Ausbildens der
ersten Elektrode (312}, der zweiten Elektrode (314)
und/oder der Verkapselung (318) ein elektrisches
Potenzial an die elektrisch leitfdhige Schicht (203)
angelegt wird.

Verfahren gemé&f einem der Anspriche 6 bis 8, ferner

aufwelisend:

= Bereitstellen eineg Abdecksubstrats (420);

e Ausbilden einer weiteren elektrisch leitfdhigen
Schicht auf dem Abdecksubstrat (420);

e Anlegen eines elektrischen Potenzials an die weitere
elektrisch leitfahige Schicht;

» Ausbilden einer Haftmittelschicht (422) auf oder Uber
dem Abdecksubstrat (420) zumindest teilweise wahrend
des Anlegens des elektrigchen Potenzials an die
weitere elektrisch leitfahige Schicht; und

¢ Verbinden des Tragergubstrats (202) mit dem
Abdecksubstrat (420) mittels der Haftmittelschicht
(422} .

Verfahren gemafl Anspruch 9,
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wobel das Verbinden des Tragersubstrats (202) mit dem
Abdecksubstrat (420) ein stoffschllissiges Verbinden der
Haftmittelschicht (422) mit der Verkapselung (318)
aufweist.

Verfahren gemaff Anspruch 9 oder 10,

wobel das Ausbilden der Haftmittelschicht (422) ein
Beimengen eines elektrisch leitfdhigen Materials in die
Haftmittelschicht (422) aufweist.

Verfahren gemdl einem der Anspruche 1 big 11,
wobel auf dem Tr&gersubstrat (202) und neben dem
organischen Bauelement wenigstens ein weiteres
organisches Bauelement ausgebildet wird.

Verfahren gemdfs Anspruch 12,

wobel das organische Bauelement und das wenigstens eine
weitere organische Bauelement mittels der elektrisch
leitfdhigen Schicht (203} elektrisch leitend miteinander

verbunden werden.

Verfahren gemdf Anspruch 12 oder 13, ferner aufweisend:
Separieren des organischen Bauelements von dem
wenigstens einen weilteren organischen Rauelement mittels
Durchtrennens des Tragersubstrats (202) zwischen dem
organischen Bauelement und dem wenigstens einen weiteren

organischen Bauelement.
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